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  P189تحلیل جدید نیم میکروسکوپیکی پاشندگی برخوردهاي هسته-
  بر اساس پتانسیل فولدینگهسته اي 

  
  2، مرضیه یوسفی*1عبدالمجید ایزدپناه

دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک. 1
  

دانشگاه پیام نور، فریمان، گروه فیزیک.2
 

  
  :چکیده
 بـه میکروسـکوپیکی پاشـندگی در چـارچوب رهیافـت پتانسـیلی      نیم مدل با استفاده از            

. یمبر نوکلئـون میپـرداز    MeVتوصیف برهمکنش هسته با هسته ها در بازه انرژي از چند تا صد 
را بـه  بدست آمده بر اسـاس پتانسـیل فولـدینگ    محاسبه میکروسکوپی مولفه استاتیکی پتانسیل 

و با ترکیب رهیافـت پدیـده شـناختی بـراي محاسـبه مولفـه       به کار برده ورودي داده هاي عنوان 
پارامترهاي ، میکروسکوپیکی براي محاسبه مولفه استاتیکی پتانسیلرهیافت پتانسیل و  دینامیکی
  .آورده ایمرا بدست )ساکسون-تابع وود(پتانسیل 

رهیافت نیم میکروسکوپیکی، پتانسیل موثر، پتانسیل میدان میـانگین، پتانسـیل    :کلید واژه ها
  .قطبش دینامیکی

  
  
 
 
  
  
  




